= No caso do aemicondutor tipo P om Atomos da impureza
tendem a exirair ) alectrdo ac 4tomo vizinho de germiniq
ou de gilfcio., Este dtomo de germinio fiea amsim com uma
lacuna (fioa positive), Por sua ves o &%omo onde existe
uma lacuna tende a extrair. um slectr3o de cutro Atomo
vizinho, fazendo assim a lacuna mudar da Bitia,
Aplicando wna tens3c continua an semicondutor tipo P
haveri tamhém passagesm de corrente, mam agora diz-pes que
a corrente ge obtém por desluocacg¥o de lacunas.
A= lacunas s%o atralfdas pele polo negativo da pilha.

3. 1.3
08 portadores maioritérics num material %ipe "P" ada;

i) aa lagunas ..,,...
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b) o@ electrZes ...

0} ¢B neutrdes ,.,..
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Nota: No material de tipo P eximtem;

a) 4s lacunas que s3o os portadores {de corrante)
maloritéirios,

b} Alguns electrSse livrsz qua pic onm portadoreg minoritdrics.

No material de tipo N existem:

a) 08 electr¥es livres quo sdo os poriadores maioritirics
b) Algumas lacunas que so oa portadorsa minoritirios.



